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Objectif :

Miroir amplificateur
1/2-VCSEL

Miroir à absorbant
SESAM

1 - 10GHz
1 – 5ps

Miroir 
Concave
Diélec.
HR

Contrôle T°C

Optique de focalisation

Filtre étalon
(ISL 40GHz) 40GHz

10 - 40GHz
1 – 5ps

EP-VECSEL

* Cadence 1-40GHz : Lcav = 15mm –3.7mm
* Impulsions 1-5ps :

-> absorbant rapide τ <10ps
-> ½-VCSEL compact : pompage électrique
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Miroir à absorbant saturable
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- émission monomode transverse pour larges diamètres
- Jseuil = 1,4-1,8 kA/cm2, λ = 1540nm.
- Φ=20µm -> Pmax=0,5 mW (continu).

Pmax=2,7 mW (pulsé 1µs/20µs).

A. Boussekou et al., Electron. Lett., 40, 671, 2004.
M. El Kurdi et al. , Electron. Lett. 2004, 40, 1490,2004.
A. Bousseksou et al, J. Opt. Quantum. Electron. (2006).

* 1/2-VCSEL - electroluminescence
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* VECSEL -laser operation 

-> Puissance optique limitée par la 
dissipation thermique thermique et 
non par l'inhomogénéité de l'injection 
électrique

Dissipation radiale
favorisée
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φ = 20 µm

Experimental data
Theoretical curve (adjusted Rth=1400 K/W)
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Experimental data

Theoretical curve
 (adjusted RTh= 570 K/W)

φ = 50 µm

 

C. Symonds et al. Appl. Phys. Lett,.  87,  012107 (2005)

* Puits Quantique près de la surface
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